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概要（Summary）： 

本研究では、傍熱型波長選択赤外光源[1]のマイクロ

デバイス化のため、SOI（Silicon-on-insulator）ウェ

ハを原材料とする、マイクロヒータを製作した。高温

部と基板支持部との熱伝導を低く抑えることで、低電

力で高温領域を発生できるマイクロヒータデバイス

を開発する。当ヒータを用いた光源アセンブリの出射

スペクトルを測定したところ中赤外領域において波

長選択放射を確認した。 

実験（Experimental）： 

図 1に作製したヒータと、これを用いた光源アセン

ブリを示す。ヒータ素子は 6.5x6.5mm2で格子と一定

の間隔を保って平行に配置される。ヒータは渦巻状の

浮いた Si 構造であり、通電によって中央部が高温に

なる。図 2にヒータの作製プロセスを示す。ヒータお

よびスリット構造を形成するため、マスクアライナ装

置にて両面を位置合わせしてパターニングした後、シ

リコンエッチングを Deep Reactive Ion Etching装置

にて行った。レジストのUVキュアとアッシング処理

(レジスト処理装置)を組み合わせることで、上層パタ

ーンでマイクロヒータを製作し、下層パターンで表面

を粗くして赤外線出射を促す多段構造を製作した。犠

牲層の酸化膜エッチングを、気相フッ酸エッチング装

置にて行い、ヒータ構造をリリースした。 

結果と考察（Results and Discussion）： 

図 3に光源の出射スペクトルを示す。波長約 3.5m

に表面プラズモン由来と考えられる、幅約 0.17mの

出射ピークが確認できる。ピーク幅はガス吸収幅と同

程度で、ガスセンサに適した波長選択性が確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 (a) Fabricated micro-heater and (b) the emitter 

assembly mounted on a TO-8 package. 

 

Fig. 2 Fabrication process of the micro-heater. 
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Fig. 3 Emission spectra from the fabricated emitter 

(black curve) and the blackbody (gray curve).  
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